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OEM: Texas Instruments Transistor TIS44 Datasheet

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehduse TO-92

-Besonders geeignet fir schnelle Schaltanwendungen
Der Transistor ist @hnlich dem Typ 2N706

Mechanische Daten

Malle in mm - “Silect in line™
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1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor

Dieser Transistor Ist In ein spezielles Plastik-Gehdiuse eingekapsell. Das Gehduse widersteht L&t-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 1068.

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung BV
Emitter-Basis-Spannung v
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 20V
Kollektordauerstrom 50 mA,
Gesamtdauerveriustieistung bel (oder unter) 25 °C

Umgebungstemperatur (Bem. 2) 260 mW
Lagerungstemperatur —55°C bis +160°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm von Gehuse fir 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird garantiert, wenn Rpg = 10 Q ist.
2. Lineare Reduzierung auf Ty = 125 *C mit 25 mW/"C.

# Schutzmarke von Texas Instruments.
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Datasheet

Elekirische Kennwerte bei 256 °C Umgebungstemperatur

Parameter Prifbedingungen

min  max Elnh.

Ugnmicno Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Ic = 10pA, Ig=10 = v
Umnycer Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ic = 10 mA, Rpg = 10 8, Bem.3 20 U)
Ummeno Emitter-Basis-Durchbruchspannung  Ig = 10 A, lo=10 3 v
leno Kollektor-Basis-Reststrom Ucp=15Y, Ig=10 05 wuA

Ugp =15V, Ig =0, Ty = T0°C 3 wA
hym Statische Stromverstirkung Ucg=1V, lg=10mA, Bem.3 20
Unm Basis-Emitter-Spannung Ip=1mA, lg=10mA, Bem.3 0g v
Ucriaiy Hollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ip = 1mA, Igc=10mA, Bem.3 0 v
[hax el Kleinsignal-Stromversthrkung Ucg= 10V, Ig= =10 mA, { = 100 MHz 2
Con Learlauf- Ausgangshkapazitit Ucn =10V, Ig =0, f=1MHz 8 pF

in Basis-Schaltung
Bemerkung:
3. Impulsmessung; tp = 300 ps, Tastverhiltnis < 23¢.
Schaltzeitmessung bel Ty = 25 °C
Parameter Prifbedingungen® max Einh.
ta Speicherreit lg = lmqy = —!pgny = 10 mA, Bild 60 ns
* Spannungs- und Stromwerte sind Nennwerte; die exakien Werte schwanken ein wenig mit den
Transistorparametern.
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Spannungs-Signalformen

Spelcherzeiten
Bemerkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgenden Kennwerten geliefert, Zyus = 50 Q,

tr < 1 ns, Impulsbreite > 300 ns, Tastverhaltnis < 23¢,

b) Die Ausgangsspannung wird an einem Oszillograph mit folgenden Kennwerten sichtbar gemacht;

tr < 1n8, Zoin= 50 Q.
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